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Beschreibung 

Tragerstruktur fur einen Chip und Verfahren zum Herstellen 
dersel ben 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Tragerst rukturen 
fur einen Chip und spezifischer auf Tragerst rukturen mit ei - 
nem Bondkanal. 

Bei vielen Hal bl eit erherst ellungspro zessen werden Chips oder 
Bauelemente mit einem Gehause versehen, urn einen Schutz fur 
dies el ben zu gewahrl eist en. Im Stand der Technik werden zum 
Hausen von Chips CSP -Verfahren ( CSP = Chip -Si ze -Package = Ge- 
hause auf Chipgrofle), wie beispielsweise ein uBGA -Verfahren 
( uBGA -Verfahren = Micro Ball Grid Array = Mikro -Kugelgitter - 
array), FBGA -Verfahren ( FBGA = Fine-Pitch Ball Grid Array = 
Fein-Abstand-Kugelgitterarray) oder BOC -Verfahren ( BOC = 
Board on Chip = Platine auf Chip), eingesetzt. 

• 

Bei der Herstellung von Miniaturgehausen wird im Stand der 
Technik typischerweise ein speziell vorpro zessiertes Trager- 
substrat verwendet. Dabei wird sowohl ein Spannungs -absor- 
bierendes zweiseitig klebendes Elastomer als auch eine ge- 
druckte Klebeschicht auf dem Tragersubstrat so angeordnet, 
daft durch eine Zweiteilung ein sogenannter Bondkanal durch- 
gangig ausgespart wird. Der Bondkanal ermoglicht ein elektri- 
sches Verbinden von Anschluftf lachen auf einem Chip, der auf 
dem Tragersubstrat angebracht wird, mittels Drahten, die 
durch den Bondkanal beispielsweise zu AnschluISbereichen des 
Tragersubstrats durchgefiihrt werden. 

Typischerweise findet das Draht-Bonden nach einem Verbinden 
des Chips mit dem Tragersubstrat statt. Dabei werden die 
Drahte mittels bekannten Verfahren von aufien uber Bondoffnun- 
gen in den Bondkanal eingefuhrt, urn daraufhin mit den An- 
schluftflachen auf dem Chip verbunden zu werden. Ein Bondkanal 
weist typischerweise eine Breite von etwa 0,7 bis 1,2 mm, wo- 
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bei sich die Lange desselben liber das gesamte Tragersubst rat 
erstrecken kann. Dadurch kann mitt els eines einzigen Kanals 
eine elektrische Verbindung fur eine Mehrzahl von Anschlufi- 
flachen des Chips geliefert werden. 

Nachdem das oben genannte Draht-Bonden durchgefuhrt ist, wird 
der Bondkanal verkapselt, d. h. genauer gesagt, mit einem Ver- 
kapselungsmaterial bzw. VerguBmaterial ausgefullt, urn die 
Drahte mechanisch zu befestigen und gegeneinander zu isolie- 
ren. 



Das Verkapseln umfafit beispielsweise das Einbringen einer 
viskosen, isolierenden Masse. Im Stand der Technik wird das 
Verkapseln beispielsweise mit einem Rakel verf ahren oder einem 
Dispensverfahren durchgefuhrt, bei dem eine Nadel in den 
Bondkanal eingebracht wird und das Verkapselungsmaterial dar- 
aufhin durch den Nadel kanal in den Bondkanal eingebracht 
wird. 

• 

Ferner ist es im Stand der Technik bekannt, den Bondkanal 
mittels eines Sprit zgieflverf ahrens zu verkapseln, bei dem die 
Verkapselungsmasse mittels eines Uberdrucks in den Bondkanal 
eingespritzt wird. Nach dem Einbringen der Vergufimasse ist 
der Kanal verschlossen, wobei die Drahte nach einem Ausharten 
mechanisch in der Verkapselungsmasse verankert sind. 

Das im Stand der Technik verwendete Tragersubstrat mit dem 
beidseitig offenen Bondkanal weist jedoch den Nachteil auf, 
dafi die Verkapselungsmasse bei dem Verkapseln des Bondkanal s 
abhangig von der Viskositat die Verkapselungsmasse mehr oder 
minder stark uber die Enden des Bondkanal s ausflieJit. 

Bekannterweise wird der Querschnitt der Bondkanal enden durch 
die Siliziumgrofie, d. h. die Chipgrofie, die Breite des aktiven 
Bereichs des Bondkanals und der Elastomerdicke oder Kleber- 
schichtdicke bestimmt. Um ein Ausflieften der Vergufimasse aus 
den seitlichen offenen Bondkanal enden zu verhindern, ist es 
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im Stand der Technik erf orderl ich, deren Viskositat und Rheo 
logie entsprechend abzustimmen oder eine zeitkritische Pro - 
zefiabfolge zwingend einzuhalten. Beides ist jedoch nur unter 
Ausbeuteverlusten real isierbar. 

Ferner ist ein seitliches AbschliefJen des Bondkanals nach- 
teilhaft, da bei dem Verkapseln des Bondkanals Luft oder ein 
anderes Gas, das sich im Bondkanal befindet, aufgrund einer 
unvollstandigen Verdrangung in dem Bondkanal verbleibt, wo - 
durch sich in der Verkapselungsmasse Luf teinschl iisse, wie 
beispielsweise Blasen oder Ldcher bilden. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine 
Tragerstruktur fur einen Chip zu schaffen, bei dem eine ver- 
besserte Verkapselung des Bondkanals erreicht wird. 

Diese Aufgabe wird durch eine Tragerstruktur nach Anspruch 1 
und ein Verfahren zum Herstellen einer Tragerstruktur nach 
Anspruch 16 gelost. 

Die vorliegende Erfindung schafft eine Tragerstruktur fur ei- 
nen Chip mit folgenden Merkmalen: 

einem Tragersubstrat mit einer Bondoffnung in derselben; 

einer Verbindungsschicht auf dem Tragersubstrat, in der uber- 
lappend mit der Bondoffnung ein Bondkanal gebildet ist; und 

einer Entweichungsverhinderungsstruktur fur den Bondkanal, urn 
bei einem Einbringen eines Verkapselungsmaterials in den 
Bondkanal nach dem Aufbringen eines Chips auf die Trager- 
struktur ein Entweichen von Luft aus der Kanalstruktur zu er - 
moglichen und das Verkapselungsmaterial an einem Entweichen 
aus dem Bondkanal zu hindern. 
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Ferner schafft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum 
Herstellen einer Tragerst ruktur fur einen Chip mit folgenden 
Schritten: 

Erzeugen einer Verbindungsschicht auf einem Tragersubstrat 
mit einer Bondoffnung, so dafi in der Verbindungsschicht ein 
Bondkanal gebildet ist; und 

Erzeugen einer Entweichungs verhinderungsst ruktur fur den 
Bondkanal, derart, dafi die Entweichungsverhinderungsstruktur 
ausgebildet ist, um bei einem Einbringen eines Verkapselungs - 
materials in den Bondkanal nach dem Aufbringen eines Chips 
auf die Tragerstruktur ein Entweichen von Luf t aus der Kanal - 
struktur zu ermoglichen und das Verkapselungsmaterial an ei - 
nem Entweichen aus dem Bondkanal zu hindern. 

Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dafi beim 
Verkapseln des Bondkanals da dure h erreicht wird, dafi Luft 
oder ein anderes Gas, das sich in dem Bondkanal befindet, bei 
einem Verkapseln iiber eine eigens dafur vorgesehene Entwei - 
chungsverhinderungsstruktur bzw. Entl uf tungsstuktur in den 
Aufienraum gedrangt werden kann, die gleichzeitig verhindert, 
dafi Verkapselungsmaterial aus dem Bondkanal entweicht. 

Bei einem Ausfiihrungs bei spiel wird zum Vermeiden eines Aus - 
tretens der Verkapselungsmasse darauf abgezielt, eine an der 
Entweichungsverhinderungsstruktur auftretende Kapillarwirkung 
derart zu reduzieren, dafi das Hinausziehen der Verkapselungs- 
masse durch die Entweichungsverhinderungsst ruktur aufgrund 
von auftretenden Kapillarkraf t en verhindert wird. Beispiels- 
weise kann bei einem Ausf iihrungsbeispiel eine im Stand der 
Technik bei Bondkanal en mit seitlichen offenen Enden auftre- 
tendes Entweichen der Verkapselungsmasse aufgrund von Kapil - 
larkrafte durch ein Verengen des Bondkanal -Querschnitts an 
den Enden mitt els Barrierenst rukturen erreicht werden. 
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Ein Vorteil der vorl iegenden Erfindung besteht darin, daft ei 
ne Realisierung der Entweichungsverhinderungsstruktur auf ei 
ne flexible Weise erfolgen kann. Dies erlaubt ein Anpassen 
und Optimieren der Entweichungsverhinderungsst ruktur beziig- 
lich jeweiliger Verkapselungsverf ahren, Verkapselungsmateria 
lien, Bondkanal -Abmessungen Oder -Formen. Das flexible Ent - 
werfen der Entweichungsverhinderungsst ruktur kann beispiels- 
weise durch ein Verandern der Form, der Gestalt, der Anord- 
nung beziiglich des Bondkanals Oder der Abmessung der Entwei - 
chungsverhinderungsstruktur erreicht werden. Ferner konnen 
verschiedene Art en von Entweichungsverhinderungsst rukturen 
vorgesehen sein. Durch die Variation der Entweichungsverhin - 
derungsstruktur wird ermoglicht, eine Konta mi nation von akti- 
ven Substratbereichen bei dem zukunftigen Package zu verhin- 
dern. 

Die Entweichungsverhinderungsst ruktur ist bei einem Ausfiih- 
rungsbeispiel an einem seitlichen offenen Ende eines Bondka- 
nals gebildet, so daft ein Querschnitt des Bondkanals an dem 
Ende gegeniiber dem Querschnitt des iibrigen Bondkanals verrin- 
gert ist. 

Das Vorsehen des aus dem Stand der Technik bekannten Bondka- 
nals mit seitlich offenen Enden weist dabei den Vorteil auf, 
das lediglich eine geringe Modifikation des Bondkanals, bei - 
spielsweise durch das Vorsehen der Barrierenstruktur, erfor- 
derlich ist, urn das erf indungsgemafie vorteil haft e Verkapseln 
des Bondkanals zu ermoglichen. Da durch konnen bei der Her- 
stellung die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren 
und Entwiirf e verwendet werden, wodurch sich geringe Herstel - 
lungskosten und eine schnelle Umsetzung in einem Herstel - 
lungsprozeft erreichen laftt. 

Die Entweichungsverhinderungsstruktur kann eine schl it zart ige 
Offnung sein, die an dem seitlichen Ende des Bondkanals ge- 
bildet wird, indem eine Barrierenstruktur zum Versperren des 
Querschnitts des Endes vorgesehen ist. Die Barrierenstruktur 
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ist beispielsweise eine an dem seitlichen Ende angeordnete 
Schicht, die gegenuber der Schicht, die den Bondkanal bildet, 
vertieft ist oder Pragungen, die einzelne Entl uf tungsrinnen 
bilden, aufweist. Dies ermoglicht eine einfache und kosten- 
giinstige Herstellung der Entweichungsverhinderungsst ruktur. 

Ein durch die Barrierenstruktur gebildeter Schlitz kann so - 
wo hi in einer horizontal en Richtung als auch in einer verti- 
kalen Richtung beziiglich des Tragersubst rats gebildet sein. 
Ferner kann die Entweichungsverhinderungsst ruktur eine Aus - 
trittsof f nung umfassen, deren Querschnitt sich in Austritts- 
richtung verjungt. 

Die Barrierenstruktur zum Verengen des Querschnitts kann mit 
der Verbindungsschicht, die den Bondkanal bildet, verbunden 
sein. Ferner kann bei einem Ausf uhrungsbeispiel die Barrie- 
renstruktur zum Bilden von Entl uf tungsof f nungen an einem 
seitlichen offenen Ende des Bondkanal s beabstandet zu der 
Verbindungsschicht angeordnet sein. Die Barrierenstruktur • 
kann sich uber die gesamte Hohe der Verbindungsschicht er- 
strecken, wodurch die Barrierenstruktur bei einem Aufbringen 
eines Chips auf die Verbindungsschicht in Beruhrung mit dem 
Chip sein kann. 

Ferner kann die Barrierenstruktur eine geringere Hohe als die 
Verbindungsschicht aufweisen, so daii die Barrierenstruktur 
von einem auf die Verbindungsschicht auf gebrachten Chip beab- 
standet ist. Die Barrierenstruktur kann beliebige Formen auf- 
weisen, beispielsweise eine zylindrische Form oder eine Hok- 
kerform, wobei durch eine konvexe Gestaltung der seitlichen 
und/oder oberen Oberflache der Barrierenstruktur eine gunsti- 
ge Form erreicht wird, die ein Verdrangen der Luft ohne die 
Ausbildung nachteiliger Stromungen ermoglicht und ferner eine 
erhohte Benet zungsf 1 ache fur die Verkaps el ungs masse schafft, 
so dafi durch die Benet zung der Barrierenstruktur ein Hinaus - 
Ziehen der Verkaps elungsmass e aufgrund von Kapillarkraf ten 
verhindert wird. 
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Die Entweichungsverhinderungsstruktur kann auch eine Mehrzahl 
von Offnungen, die beispielsweise in einer Perf orat ionsst ruk - 
tur angeordnet sind, umfassen. 

Bei einem weiteren Ausf uhrungsbeispiel ist die Entweichungs - 
verhinderungsstruktur in dem Tragersubst rat angeordnet, wo- 
durch der Bondkanal mit vollstandig abgeschlossen Seitenwan- 
den ausgebildet sein kann. Die Entweichungsverhinderungs - 
strukturen konnen Ausnehmungen in dem Tragersubst rat, bei- 
spielsweise Schlitze, umfassen, die den Bondkanal mit der au- 
fteren Umgebung verbinden. 

Bei einem Ausf uhrungsbeispiel sind die Ausnehmungen auf einer 
Oberflache des Tragersubst rats gebildet, auf der die Verbin- 
dungsschicht angeordnet ist. Die Ausnehmungen erstrecken sich 
in der Richtung der Oberflache derart, dafi die seitliche Be- 
wandung bzw. Begrenzung des Bondkanal s iiberquert wird, so dafi 
eine Verbindung von dem Bondkanal in den Aufienraum gebildet 
ist. 

Bei einem weiteren Ausf uhrungsbeispiel , bei dem eine Ausneh- 
mung zum Entluften in dem Bereich des Bondkanals auf dem Tra- 
gersubstrat gebildet ist, erstreckt sich die Ausnehmung in 
einer Richtung senkrecht zu dem Tragersubstrat von der Ober- 
flache des Tragersubstrats, auf der die Verbindungsschicht 
gebildet ist, zu der gegenuberl iegenden Oberflache. 

Die Verkapselung des Bondkanals kann mittels der im Stand der 
Technik bekannten Verfahren, beispielsweise mittels eines 
druckunterstut zten Verfahrens, eines geschlossenen Rakelsy- 
stems oder eines Dispenspro zesses, durchgefuhrt werden. Dabei 
ermoglicht die Verwendung von druckunterstut zten Verfahren, 
wie beispielsweise sprit zguBartigen Prozessen, unter Verwen- 
dung geeigneter Verkapselungsmaterial ien, wie beispielsweise 
Epoxidharz, eine hohe Qualitat der Verkapselung. 
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Die Entweichungsverhinderungsstruktur kann bei einem Hers t el - 
lungsprozefl als eine vorgeformte Struktur auf der Trager- 
struktur aufgebracht werden. Beispielsweise kann die Entwei - 
chungsverhinderungsstruktur aus einem Elastomermaterial ge- 
bildet sein, das eine beidseitig klebende Oberflache auf - 
weist. Vorzugsweise erfolgt bei diesem Ausf iihrungsbeispiel 
das Erzeugen der Entweichungsverhinderungsstruktur gleichzei- 
tig mit dem Erzeugen der Verbindungsschicht , die den Bondka- 
nal bildet. 

Bei einem weiteren Ausf iihrungsbeispiel wird die Entweichungs - 
verhinderungsstruktur durch eine Kl eberschicht realisiert, 
die beispielsweise mittels eines Druckverf ahrens aufgebracht 
werden kann. 

Ferner kann bei einem Herstellungspro zefl die Entweichungsver - 
hinderungsstruktur auch durch ein Pragen einer auf gebrachten 
Entweichungsverhinderungsstrukturschicht erfolgen. Das Pragen 
kann beispielsweise nach dem Aufbringen der Entweichungsver - 
hinderungsstrukturschicht durch ein Prefiformen Oder Druckfor- 
men derselben erfolgen. 

Bei einem Ausf iihrungsbeispiel , bei dem die Entweichungsver - 
hinderungsstruktur auf dem Tragersubstrat vorgesehen ist, 
wird dieselbe beispielsweise durch ein Abtragen von Material 
des Tragersubstrats, beispielsweise durch ein Atzen oder 
Schneiden, erzeugt werden. 

Bevorzugte Ausf iihrungsbeispiel e der vorliegenden Erfindung 
werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. la -b schematische Abbildungen eines Querschnitts und ei- 
ner Draufsicht auf eine Tragerst ruktur gemafi einem 
Ausf uhrungbeispiel, bei dem sich ein Querschnitt 
eines Bondkanals in Aust rittsrichtung verjiingt; 
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Fig. 2a -b schematische Abbildungen eines Querschnitts und ei - 
ner Draufsicht auf eine Tragerstruktur gemaft einem 
Ausf uhrungsbeispiel , bei dem eine horizontal e Rinne 
zur Entluftung vorgesehen ist; 

Fig. 3a -b schematische Abbildungen eines Querschnitts und ei - 
ner Draufsicht auf eine Tragerstruktur gemafi einem 
weiteren Ausf uhrungsbeispiel , bei dem eine horizon - 
tale Rinne zur Entluftung vorgesehen ist; 



/ Fig. 4a -b schematische Abbildungen, bei denen ein Querschnitt 

und eine Draufsicht einer Tragerstruktur darge- 
stellt sind, gemaft einem weiteren Ausf lihrungs bei - 
spiels der vorliegenden Erfindung, bei dem in einem 
-15 Bondkanal eine Barrierenstruktur angeordnet ist; 

und 

Fig. 5a -b schematische Abbildungen, bei denen ein Querschnitt 
und eine Draufsicht einer Tragerstruktur darge- • 

20 stellt sind, gemaft eines weiteren Ausf uhrungs bei - 

spiels der vorliegenden Erfindung, bei dem eine 
Entweichungsverhinderungsst ruktur in dem Tragersub- 

/ strat gebildet ist. 

,<^|?5 Im folgenden werden unter Bezugnahme auf die Fig. la bis 5b 
.T unterschiedliche Ausf uhrungsbeispiel e einer Tragerstruktur 

. . fur einen Chip naher erklart. Elemente der Tragerstruktur, 

die in den verschiedenen Ausf uhrungsbeispiel en gleichartig 
, sind, sind dabei in den Figuren jeweils mit gleichen Bezugs- 

30 zeichen bezeichnet. 

Fig. la zeigt einen schertetisch dargestell ten Querschnitt 
durch eine Tragerstruktur mit einem auf gebrachten Chip gemaft 
einem Ausf uhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Auf ei - 
35 ner Oberflache 100a eines Tragersubst rats 100 ist eine Ver- 
bindungsschicht 110 mit einem darin gebildeten Bondkanal 114 
angeordnet. Unter einem Bondkanal ist eine Ausnehmung zu ver- 
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stehen, die es ermdglicht, Drahte von einer Anschlufif 1 ache 
eines auf einer aufieren Oberflache 110a der Verbin- 
dungsschicht 110 auf gebrachten Chips 112 zu der dem Chip 112 
gegenliberliegenden Oberflache 100a des Tragersubst rats 100 zu 
fiihren. Gemafi Fig. lb, die eine Draufsicht auf die Trager- 
struktur ohne den Chip 112 zeigt, ist der Bondkanal 114 durch 
eine Zweiteilung der Verbindungsschicht 110 gebildet. Mit an- 
deren Worten gesagt, ist der Bondkanal 114 durch eine sich 
horizontal erstreckende langliche Ausnehmung in der Verbin- 
dungsschicht 110 gebildet, wobei derselbe an seitlichen Enden 
114a und 114b offen ist. 

Bei dem Tragersubst rat 100 kann es sich um ein Hal bl eit erma - 
terial, ein Keramikmat erial oder andere im Stand der Technik 
bekannte Materialien handeln, wobei das Tragersubstrat 100 
eine oder mehrere Schichten umfassen kann. 

Das Tragersubstrat 100 umfaftt eine Bonddffnung 116, die in 
dem Tragersubstrat uberlappend mit dem Bondkanal 114 gebildet 
ist. Der Bondkanal 114 ermdglicht ein Durchfiihren von Drahte 
zum Verbinden derselben mit Anschlufif lachen des Chips 112 und 
ein Verkapseln des Bondkanals, bei dem uber die Bonddffnung 
116 Verkapselungsmaterial in den Bondkanal 114 eingebracht 
wird. 

Die Tragerstruktur weist ferner an den seitlichen Enden 114a 
und 114b des Bondkanals 114 vertikale Entl uf tungsschl it ze 
bzw. Spalte 118a auf, die durch dreieckf ormige Barrieren- 
strukturen 120 in dem Bondkanal 114 gebildet sind. Die Ent - 
1 uf tungsschl it ze 118a erstrecken sich in einer Richtung senk- 
recht zu dem Tragersubstrat 100 ( z-Achse) uber die gesamte 
Dicke der Verbindungsschicht 110 und sind jeweils an den 
seitlichen Enden 114a und 114b mit der Verbindungsschicht 110 
verbunden. 

Die dreieckf ormigen Barrierenstrukturen 120 verengen den Ka - 
nal an den Enden des Bondkanals 114, so daft sich der Kanal - 
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querschnitt in Austrittsrichtung zunehmend verjungt. Dies er- 
moglicht, daB bei dem Verkapseln des Bondkanals 114 eine op- 
timale Qualitat erreichbar ist, indem die Bildung von Hohl - 
raumen und Luf teinschl iissen vermieden wird. Der sich verjiin- 
gende Querschnitt des Kanals an den seitlichen Enden 114a und 
114b ermoglicht ein Herausdrangen der Luft, ohne daB dem 
Luftstrom eine vorstehende Struktur oder eine Kante entgegen- 
steht, wodurch die Bildung nacht eil haf ter Stromungen, wie 
beispielsweise Luftwirbel, wirkungsvoll verhindert wird. Der 
an den Seitenende auftretende minimal e Of f nungsquerschnitt 
wird vorzugsweise abhangig von Parametern, die eine Kapillar- 
wirkung beeinf luss en, beispielsweise der Viskositat des Ver- 
kapselungsmaterials, der Kanalbreite und Hohe, geeignet ge- 
wahlt, um ein Austreten der Verkapselungsmasse aufgrund einer 
Kapillarwirkung zu unterbinden. 

Zum Erzeugen der Entl uf tungsschl it ze 118a werden die Barrie- 
renstrukturen 120 vorzugsweise an den erf orderl ichen Teilen 
der Verbindungsschicht 110 vorgeformt. Dabei weisen die Bar- 
rierenstrukturen 120 und die Verbindungsschicht 110 vorzugs- 
weise eine beidseitig klebbare Schicht auf, die beispielswei- 
se ein Elastomermaterial umfassen kann. Dies ermoglicht, die 
Verbindungsschicht 110 und die Barrierenst rukturen 120 auf 
das Tragersubstrat zu kleben, wo bei der Chip 112 durch das 
beidseitig klebbare Material auf der auBeren Oberflache 110a 
der Verbindungsschicht 110 angebracht werden kann. Dabei kdn - 
nen die Barrierenstrukturen 120 und die Verbindungsschicht 
110 vor einem Aufbringen auf das Tragersubstrat bereits in 
der gewlinschten Form gebildet werden, wodurch eine Herstel - 
lung vereinfacht wird. 

Bei einem Ausf uhrungsbeispiel wird die Verbindungsschicht 110 
und die Barrierenstrukturen 120 mittels eines Aufbringens ei- 
ner Kleberschicht auf das Tragersubstrat 100, beispielsweise 
durch ein Drucken, erzeugt. Ferner konnen auch bekannte 
Strukturierungstechniken, die beispielsweise das Verwenden 
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einer Maske umfassen konnen, zum Bilcien der Verbindungs - 
schicht und/oder der Barrierenst rukturen verwendet werden. 

Fig. 2a und 2b zeigen ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel der 
5 vorliegenden Erfindung, bei dem im Unterschied zu dem unter 
Bezugnahme auf die Fig. la und lb erklarten Ausf uhrungsbei - 
spiel die Entweichungsverhinderungsstruktur durch eine hori- 
zontale Entl uf tungsrinne 118b gebildet ist, so dafi bei einem 
Aufbringen des Chips 112 durch die Entl uf tungsrinne ein Ent - 

10 1 uf tungsschlit z bzw. Entl uf tungsspal t zur Entluftung gebildet 
ist. Die horizontale Entl lif tungs rinne 118b wird mittels einer 
Barrierenstruktur 122 gebildet, die in einer Richtung senk- 
recht zu dem Tragersubstrat 100 ( z-Richtung) gegeniiber der 
Verbindungs schicht 114 uber die gesamte Breite des Kanals 

15 vertieft ist, so dafi sich die Entl uf tungsrinne 118b in hori- 
zontal er Richtung uber die gesamte Breite des Kanals er- 
streckt. Ferner konnen in der Barrierenstruktur auch rill en - 
formige Ausnehmungen bzw. Vertiefungen vorgesehen sein, urn 
beispielsweise einzelne Langsrinnen zu pragen, die ferner in 

20 einer regelmaftigen Anordnung gebildet sein konnen. 

Die Barrierenstruktur 122 weist vorzugsweise wie auch die 
Verbindungsschicht 114 ein beidseitig klebendes Elastomer 
auf. Das Elastomer besteht aus einem Teil, das auf das Sub- 
?5 strat auflaminiert wird. Bei diesem Ausf uhrungsbeispiel wird 
die Barrierenstruktur 122 vorzugsweise nach dem Aufbringen 
der Verbindungsschicht durch ein nachf olgendes Vertiefen der 
Schicht an den seitlichen Enden, beispielsweise durch ein 
Prefi- oder Druckformen, erzeugt. Dadurch wird in der Verlan- 
30 gerung des Bondkanals die Entl uf tungs rinne eingepragt. 

Alternativ zu dem oben beschriebenen Erzeugen der Entl uf - 
tungsrinne durch ein Vertiefen kann eine Entl uf tungsrinne 
auch durch ein Erzeugen von erhohten Strukturen bzw. Abstand- 
35 haltern auf einem Rahmen gebildet werden, was nachf olgend un- 
ter Bezugnahme auf die Fig. 3a und 3b erklart wird. 
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Dazu wird eine erste Schicht 124 in einer Rahmenform auf dem 
Tragersubstrat 100 erzeugt, wobei durch die Schicht 124 eine 
Rahmenstruktur mit seitlichen Wanden gebildet ist, die einen 
Innenraum umschliefien, der den Bereich des kunftigen Bondka - 
nals 114 festlegt. Das Aufbringen der Schicht 124 kann bei - 
spielsweise mitt els eines Druckens einer Klebeschicht erf ol - 
gen. In einem darauf f olgenden Schritt wird auf die Schicht 
124 eine weitere Schicht 126 als Abstandhal ter auf die seit- 
lichen Wande der Rahmenstruktur aufgebracht. Das Aufbringen 
der Schicht 126 auf dem vorgedruckten rahmenf ormigen Schicht 
124 kann mittels eines zweiten Druckpro zesses erfolgen. 

Die Schicht 126 wird derart aufgebracht, so dafi sie sich 
nicht vollstandig iiber die Seitenwande erstreckt. Dadurch 
wird in jeweiligen ausgesparten Bereichen, d. h. den Berei - 
chen, in denen die Schicht 126 nicht gebildet ist, eine Ent - 
1 uf tungsrinne 118c gebildet. Bei dem Ausf uhrungsbeispiel ge- 
mafi den Fig. 3a und 3b weist der Bondkanal 114 eine langliche 
Form entsprechend zu den unter Bezugnahme auf die Fig. la, b 
und 2a, b erklarten Ausf uhrungsbeispiel en auf. Die Schicht 126 
wird bei dem gezeigten Ausf uhrungsbeispiel in zwei Teilen 
dergestalt aufgebracht, dafi der Bondkanal 114 entsteht, wobei 
die Entl iif tungsrinne 18c jeweils an den seitlichen Enden 114a 
und 114b desselben gebildet ist und sich iiber die gesamte 
Breite des Bondkanals 114 erstreckt. 

Die Erzeugung der Entl iif tungsrinnen gemafi den unter Bezugnah- 
me auf die Fig. 2a und 2b sowie 3a und 3b beschriebenen Her- 
stellungsverf ahren ermoglicht ein einf aches Erzeugen der er- 
f indungsgemafien Entweichungsverhinderungsst rukturen, wodurch 
die Herstellungskosten gering gehalten werden. Ferner wird 
durch die Verwendung einer einfachen geomet rischen Gestal - 
tung, d. h. einer Rinne die sich liber die gesamte Breite des 
Bondkanals erstreckt, ein kost eng tins tig es Erzeugen des Bond- 
ka nal s beg tins t igt . 
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Fig. 4a und 4b zeigen ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung, bei dem zum Bilden der Entweichungs - 
verhinderungsstruktur eine Barrierenst ruktur 128 vorgesehen 
1st, die an den seitlichen Enden 114a und 114b des Bondkanal 
angeordnet ist. Der Bondkanal 114 wird durch das Aufbringen 
der Verbindungsschicht 110 in zwei Teilen gebildet, so daft 
die seitlichen Enden 114a und 114b offen sind. Bei diesem 
Ausf iihrungsbeispiel weist die auf dem Tragersubst rat 100 an- 
geordnete Barrierenst ruktur 128 eine hockerartige Form mit 
konvex ausgewolbten Oberflachen auf. Wie es in Fig. 4a zu er 
kennen ist, umfafit die Barrierenst ruktur 128 eine konvex aus 
gebildete obere Oberflache. Ferner weist die Barrierenstruk - 
tur 128 gemafl Fig. 4b in einer Draufsicht auf das Tragersub- 
strat 100 eine kreisrunde Form auf. 

Die Barrierenstruktur 128 ist an den seitlichen Enden 114a 
und 114b des Bondkanal s 114 jeweils beabstandet zu der Ver- 
bindungsschicht 110 angeordnet, so dali sich zwischen der Bar- 
rierenstruktur 128 und der Verbindungsschicht jeweils seitli- 
che Austrittsschlitze 118d ergeben. Ferner weist die Barrie- 
renstruktur 128 senkrecht zu dem Tragersubst rat ( z-Achse) ei - 
nen geringere Hohe als die Verbindungsschicht 110 auf, so dafi 
bei einem Anordnen des Chips 112 auf der Verbindungsschicht 
110 ein Abstand zwischen die Barrierenstruktur 128 und dem 
Chip 112 erzeugt ist, wodurch eine weitere Aust rittsdf f nung 
118e gebildet ist. Folglich stromt bei einem Verkapseln des 
Bondkanals die Luft bei diesem Ausf iihrungsbeispiel sowohl an 
den seitlichen Schlitzen 11 8d zwischen der Barrierenstruktur 
128 und der Verbindungsschicht 110 als auch iiber die zwischen 
der Barrierenstruktur 128 und dem Chip 112 gebildete Offnung 
11 8e aus. Obwohl bei dem Ausf iihrungsbeispiel die Barrieren- 
struktur 128 in dem Bondkanal 114 angeordnet ist, kann bei 
anderen Ausf iihrungsbeispiel en die Barrierenstruktur an den 
seitlichen Enden 114a und 114b teilweise oder auch vollstan- 
dig auBerhalb des Bondkanals angeordnet sein. 
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Durch die konvexe Ausbildung der Barrierenst ruktur 128 wird 
eine aerodynamische glinstige Form mit einem geringen Stro- 
mungswiderstand (C w -Wert) erreicht, der ein vorteil haf tes 
Herausdrangen der Luft mit geringem Staudruck ermdglicht. 
5 Ferner wird durch die Barrierenst ruktur mit konvexer Form ei- 
ne zusatzliche Benet zungsf lache geliefert, die aufgrund der 
zwischen der Barrierenst ruktur und der Verkapselungsmasse 
wirkenden Kapillarkraf t e ein Zuruckhalten der Verkapselungs- 
masse in dem Bondkanal bewirkt. 

10 

Ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
ist in den Fig. 5a und 5b dargestellt. Im Unterschied zu den 
0- oben erklarten Ausf iihrungsbeispiel en ist bei diesem Ausfiih- 

/ rungsbeispiel eine Entweichungsverhinderungsstruktur 11 8f in 

15 dem Tragersubstrat 100 gebildet. Die Entweichungsverhinde - 
rungsstruktur 118f erstreckt sich als eine schl it zf ormige 
Ausnehmung quer iiber die seitlichen Wande des Bondkanals 114. 
Dies ermoglicht das Entluften des Bondkanals selbst wenn der- 
sel be, wie bei dem beschriebenen Ausf Iihrungsbeispiel vorgese- 

20 hen, seitlich vollstandig abgeschlossen ist. 

Bei einem weiteren Ausf iihrungsbeispiel kann eine Entwei - 
chungsverhinderungsstruktur auch eine Ausnehmung in dem Tra- 
gersubstrat umfassen, die sich in vertikaler Richtung ( z- 
025 Achse) durch das gesamte Tragersubstrat 100, d. h. von der 
j Oberflache 100a zu einer gegeniiberl iegenden aulieren Oberfla- 

' che 100b, erstreckt. Die Entweichungs verhinderungsstruktur 

wird dabei in dem Bereich des Kanals 114 vorzugsweise in ei- 
nem geeignet gewahlten Abstand zu der Bondoffnung 116 ange- 
30 ordnet, so dafi sich eine giinstige Luf t zirkulation beim Ent - 
weichen der Luft iiber die Entweichungsverhinderungsst ruktur 
ergibt. Entsprechend zu den vorherigen Ausf iihrungsbeispiel en, 
wird durch eine geeignete Querschnittsf lache der Ausnehmung 
ein Austreten der Verkapselungsmasse durch die Ausnehmung 
35 verhindert. 
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Obwohl in den verschiedenen Ausf uhrungsbeispiel en jeweils ei - 
ne bestimmte Ausf iihrungsf orm der Entl iif tungstruktur gezeigt 
ist, konnen die jeweiligen Ausf iihrungsf ormen auch miteinander 
kombiniert werden. Beispielsweise ist bei einem Ausfiihrungs- 
beispiel sowohl eine Entweichungsverhinderungsst ruktur in dem 
Tragersubstrat als auch eine an einem seitlichen Ende des 
Bondkanals angeordnete Barrierenstruktur vorgesehen. 



20020617 



17 



Patentanspruche 



1. Tragerstruktur fur einen Chip mit folgenden Merkmalen: 

einem Tragersubst rat (100) mit einer Bondoffnung (116) in 
demselben; 

einer Verbindungsschicht (110) auf dem Tragersubst rat (100), 
in der uberlappend mit der Bondoffnung (116) ein Bondkanal 
(114) gebildet ist; und 

einer Entweichungsverhinderungsst ruktur (118a; 118b; 118c; 
118d, 118e; 118f) fur den Bondkanal (114), urn bei einem Ein- 
bringen eines Verkapselungsmaterials in den Bondkanal (114) 
nach dem Aufbringen eines Chips (112) auf die Tragerstruktur 
ein Entweichen von Luft aus dem Bondkanal (114) zu ermogli- 
chen und das Verkapselungsmaterial an einem Entweichen aus 
dem Bondkanal (114) zu hindern. 

4 

2. Tragerstruktur nach Anspruch 1, wobei die Entweichungsver 
hinderungsstruktur (118a; 118b; 118c; 118d, 118e; 118f) aus - 
gebildet ist, urn ein Entweichen des Verkapselungsmaterials 
aufgrund einer Kapillarwirkung zu verhindern. 

3. Tragerstruktur nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Entwei 
chungsverhinderungsstruktur (118a-f) eine Offnung mit einer 
solchen Querschnittflache umfafit, so dafi ein durch eine Ka- 
pillarwirkung verursachtes Entweichen des Verkapselungsmate- 
rial verhindert wird. 

4. Tragerstruktur nach einem der Anspriiche 1 bis 3, bei der 
der Bondkanal (114) an einem seitlichen Ende (114a, 114b) of 
fen ist, wobei die Entweichungsverhinderungsst ruktur durch 
eine Barrierenstruktur (120; 122; 124; 128) zum Verringern 
eines Querschnitts des Bondkanals (114) an dem seitlichen En 
de (114a, 114b) gebildet ist. 
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5. Tragerstruktur nach Anspruch 4, bei dem die Barrieren- 
struktur (120; 122; 124) mit der Verbindungsschicht (110) 
verbunden ist. 

6. Tragerstruktur nach einem der Anspruche 4 oder 5, bei dem 
die Barrierenstruktur (120; 122; 124) einstiickig mit der Ver- 
bindungsschicht (110) gebildet ist. 

7. Tragerstruktur nach einem der Anspruche 4 bis 6, bei dem 
sich die Barrierenstruktur (122; 124) liber die gesamte Breite 
des Bondkanals (114) erstreckt. 

8. Tragerstruktur nach einem der Anspruche 4 bis 7, bei dem 
die Barrierenstruktur (120) ausgebildet ist, so daB sich ein 
Querschnitt des Bondkanals (114) in eine Richtung zu dem 
seitlichen Ende (114a, 114b) verjiingt. 

9. Tragerstruktur nach einem der Anspruche 4 bis 8, bei dem 
die Barrierenstruktur (128) eine konvexe Form aufweist. 

10. Tragerstruktur nach einem der Anspruche 4 bis 9, bei der 
die Barrierenstruktur (128) in dem Bondkanal (114) angeordnet 
und von der Verbindungsschicht (110) beabstandet ist. 

11. Tragerstruktur nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei der 
die Entweichungsverhinderungsstruktur eine Ausnehmung (118f) 
in dem Tragersubst rat (100) urafafit. 

12. Tragerstruktur nach Anspruch 11, bei der der Bondkanal 
(114) seitlich vollstandig geschlossen ist. 

13. Tragerstruktur nach Anspruch 11 oder 12, bei der die Ver- 
bindungsschicht (110) auf einer Oberflache (100a) des Trager- 
substrats (100) angeordnet ist, wobei sich die Ausnehmung 
(118f) auf der Oberflache (100a) liber eine Seitenwand des 
Bondkanals (114) erstreckt. 
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14. Tragerstruktur nach Anspruch 11 oder 12, bei der die Aus - 
nehmung in einem Bereich des Bondkanals (114) angeordnet ist, 
wobei sich die Ausnehmung von einer ersten Oberflache (100a) 
des Tragersubstrats zu einer zweiten Oberflache (100b) des 
Tragersubstrats (100) erstreckt. 

15. Tragerstruktur nach einem der Anspruche 1 bis 14, bei der 
auf der Verbindungsschicht (110) ein Chip (112) angeordnet 
ist. 

16. Verfahren zum Herstellen einer Tragerstruktur fur einen 
Chip mit folgenden Schritten: 

Vorbereiten eines Tragersubstrats (100) mit einer Bondoffnung 
(116); 

Erzeugen einer Verbindungsschicht (110) auf dem Tragersub- 
strat (100), so daft in der Verbindungsschicht (110) ein Bond- 
kanal (114) gebildet ist; und 

Erzeugen einer Entweichungsverhinderungsst ruktur (118a-f) fur 
den Bondkanal (114), so daft die Entweichungs verhinderungs - 
struktur ausgebildet ist, urn bei einem Einbringen eines Ver- 
kapselungsmaterials in den Bondkanal (114) nach dem Aufbrin- 
gen eines Chips (112) auf die Verbindungsschicht (110) ein 
Entweichen von Luft aus dem Bondkanal (114) zu ermoglichen 
und das Verkapselungsmat erial an einem Entweichen aus dem 
Bondkanal (114) zu hindern. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem der Schritt des Er- 
zeugens einer Verbindungsschicht (110) ein Erzeugen eines 
Rahmens auf dem Tragersubstrat (100) und der Schritt des Er- 
zeugens einer Entweichungsverhinderungsst ruktur ein Vertiefen 
des Rahmens zum Bilden einer Entl iif tungsrinne (118b) in dem 
Rahmen umfaBt. 
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18. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem der Schritt des Er- 
zeugens einer Verbindungsschicht das Erzeugen eines Rahmens 
(124) auf dem Tragersubstrat (100) aufweist und der Schritt 
des Erzeugens einer Entweichungsverhinderungsstruktur (118c) 
den Schritt eines Aufbringens eines Abstandhalters (126) auf 
den Rahmen (124) aufweist. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 18, bei dem der 
Schritt des Erzeugens der Verbindungsschicht (110) ein Struk- 
turieren der Verbindungsschicht und ein nachf olgendes Auf- 
bringen der strukturierten Verbindungsschicht (110) auf das 
Tragersubstrat (100) umfalit. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 19, bei dem der 
Schritt des Erzeugens der Verbindungsschicht (110) ein Dru- 
cken der Verbindungsschicht (110) auf das Tragersubstrat 
(100) umfalit. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 16 oder 17, bei dem • 
der Schritt des Erzeugens der Verbindungsschicht (110) ein 
Erzeugen einer Verbindungsschicht (110) mit einem Bondkanal 
(114) mit einem seitlichen offenen Ende (114a, 114b) umfafit 
und der Schritt des Erzeugens der Entweichungsverhinderungs- 
struktur ein Erzeugen einer Barrierenstruktur (120; 122; 124; 
128) an dem seitlichen offenen Ende (114a, 114b) umfalit. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, bei dem der. Schritt des Er- 
zeugens der Verbindungsschicht (110) und der Schritt des Er- 
zeugens einer Barrierenstruktur (120; 122; 124; 128) gleich- 
zeitig erfolgt. 
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Zusammenf as sung 

Tragerstruktur fur einen Chip und Verfahren zum Herstellen 
derselben 

Eine Tragerstruktur fur einen Chip (112) umfaftt ein Trager- 
substrat (100) mit einer Bondoffnung (116) in derselben und 
eine Verbindungsschicht (110) auf dem Tragersubstrat (100) . 
In der Verbindungsschicht (110) ist uberlappend mit der Bond- 
offnung (116) ein Bondkanal (114) gebildet. Die Tragerstruk- 
tur umfaftt ferner eine Entweichungsverhinderungsstruktur 
(118a) fur den Bondkanal (114), urn bei einem Einbringen eines 
Verkapselungsmaterials in den Bondkanal (114) nach dem Auf- 
bringen eines Chips (112) auf die Tragerstruktur ein Entwei- 
chen von Luft aus dem Bondkanal (114) zu ermoglichen und das 
Verkapselungsmaterial an einem Entweichen aus dem Bondkanal 
(114) zu hindern. 



Fig. 1 b 
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Bezugszeichenliste 

100 Tragersubstrat 

100a Oberflache 

100b Oberflache 

110 Verbindungsschicht 

110a Oberflache 

112 Chip 

114 Bondkanal 

114a seitliches Ende 

114b seitliches Ende 

116 Bondoffnung 

118a Entluftungsschlitz 

118b Entluf tungsrinne 

118c Entluf tungsrinne 

118d Entluftungsschlitz 

118e Entluf tungsoffnung 

118f Entluf tungsausnehmung 

12 0 Barrierenstruktur 

122 Barrierenstruktur 

124 Rahmenstruktur 

12 6 Abstandhalterschicht 

12 8 Barrierenstruktur 



